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BXY10A,10B,11F,13A,13B, 14F

Sbeichervaraktoren zur Frequenzvervielfachung

Epitaktische Silizium-Mesadioden in Keramik-Mikrowellengehéuse

Typ | Bestelinummer Typ | Bestellnummer
BXY 10A Q60223-Y10-A v BXY 13A Q62702-X 86
BXY 10B Q60223-Y10-B v BXY 13B Q60223-Y13-B
BXY t11F Q60223-Y11-F v BXY 14F Q60223-Y14-F
BXY 13, BXY 14

BXY 10, BXY 11 : Kathods  Schraubfus ‘
Kathode / = -

life e
Q6.

¢ il

g

f;::i::: :‘tvn:a 019 Gewicht etwa 0,5 g
BXY 10A BXY 10B BXY 11F
BXY 13A BXY 13B BXY 14F

Empfohlener Frequenzbereich 1 bis 15 1 bis 16 0,05 bis 5 GHz
HF-Eingangsleistung Pe bis 0,5 bis 1 bis 4 w
Sperrschichttemperatur T; +150 +150 +1560 °C
Lagertemperatur Ts =55 bis +175 | —55 bis +175 | —55 bis +175| °C
Wirmewiderstand
Sperrschicht-Gehéause Renyg | = 90 =70 = 60 K/wW
Diodenkapazitit
(Ur=0V;f=1MHz) Cp. [05bis15 0,9 bis'1,8 9 bis 18 pF
Durchbruchspannung
(I = 10 pA) Uq 35 bis 45 33 bis 47 60 bis 90 Vv
Sperrstrom (Ur = 30 V) Iq =5 <65 <5 nA
DurchlaBspannung
(I = 100 mA) Ue <12 =11 =1
Serienwiderstand }
(Us=20V;f= 24 GHz) R, =08 <06 <05 Q
Speicherzeit
(Ir =100 mA; Is = 200 mA ¢, 8 10 75 ns
Abfall auf 80% von Iy)
Abfallzeit
(Ir = 100 mA; In = 200 mA" ¢, 1 0,8 6 ns
Abfall von 80% auf 20% von I)
Gehausekapazitit
(ohne Gewindestift) Cq 0,35 0,35 0,35 pF
Gehduseserieninduktivitat
(ohne Gewindestift) Lg 0,4 0,4( 04 nH
Anwendungsbeispiel:
Umsetzerverlust K 7.0 4,5 2,0 dB
z.B.: Bei Vervielfachung
von 6,5 25 0.2 GHz
auf 13 7.5 0.6 GHz
HF-Eingangsleistung P: 10,02 0,3 30 w
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Speichervaraktoren BXY 10A...

Speichervaraktoren zur Frequenzvervielfachung

Speichervaraktoren werden zur Frequenzvervielfachung bis in das Ku-Band hin eingesetzt.
Siemens Speichervaraktoren sind epitaktische Silizium-Mesa-Dioden mit Mehrschichtpassi-
vierung, eingebaut in Metall-Keramikgehiuse. Die Typenserien BXY 10 bis BXY 19 sind fir
Eingangsleistungen von unter 1 W (BXY 10) bis 30 W (BXY 19) geeignet.

Typeniibersicht
Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer
BXY10A Q60223-Y10-A BXY14E Q60223-Y14-E
BXY10B Q60223-Y10-B BXY14F Q60223-Y14-F
BXY10C Q60223-Y10-C BXY14GA Q62702-X48
BXY10D Q60223-Y10-D BXY16B Q60223-Y16
BXY11E Q60223-Y11-E BXY16C1 Q60223-Y16-C1
BXY11F Q60223-Y11-F BXY16CA-1 Q62702-X74
BXY11GA Q60223-Y11-G1 BXY18A2 Q62702-X140
BXY13A Q62702-X86 BXY18AB Q62702-X115
BXY13B Q60223-Y13-B BXY18AB2 Q62702-X133
BXY13C Q60223-Y13-C BXY18AB4 Q62702-X135
BXY13D Q60223-Y13-D BXY18ABS5 Q62702-X136
BXY18AB6 Q62702-X137
BXY19E Q60223-Y19E
BXY19F Q60223-Y19-F
BXY19FB Q62702-X53
BXY19GB Q60223-Y19-G2
BXY19HA Q62702-X50

Abweichende Gehauseformen und Kenndaten auf Anfrage
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Speichervaraktoren

BXY10A..

Speichervaraktoren zur Frequenzvervielfachung bis 15 GHz

Typ Durchbruch- Diodenkapazi- | Empfohiener maximale Bild

spannung tat(Ug =0V; Frequenz- Eingangs-
f=1MHz) bereich leistung
U (V) Co (pF) (GHz} Pe (W)
BXY10A 3545 0,5-1,5 1-15 0,5 47
BXY10B 35-47 0,9-1,8 1-15 1 47
BXY10C 35-50 1,5-3,5 1-10 1,5 47
BXY10D 50-70 3-6 1-10 2,5 47
BXY11E 50-70 5-10 0,3-5 3 47
BXY11F 60-90 9-18 0,1-2 4 47
BXY11GA 60-90 15-25 0,1-2 4 47
BXY13A 3545 0,5-1,5 1-15 0,5 48
BXY13B 35-47 0,9-1,8 1-15 1 48
BXY13C 35-50 1,5-3,6 1-10 15 48
BXY13D 50-90 3-6 1-10 2,5 48
BXY14E 50-70 5-10 0,3-5 3 48
BXY14F 60-90 9-18 0,1-2 4 48
BXY14GA 60-90 15-25 0,1-2 4 48
BXY16B 40-50 0,9-1,8 2-13 1,5 43
BXY16C1 65-70 1,6-3,56 1-10 4 43
BXY16CA-1 55-70 1,56-2,5 1-10 3 43
BXY18A2 25-35 0,7-1,3 2-8 0,5 48
BXY18AB 25-35 0,7-1 1-15 1 43
BXY18AB2 25-35 1,1-1,6 2-12 1 48
BXY18AB4 25-35 0,4-0,7") 1-10 1 43
BXY18AB5 25-35 0,43-0,78") 1-15 1 120
BXY18AB6 25-35 0,25-0,43") 1-15 0,5 120
BXY19E 85-105 5-10 0,1-5 10 49
BXY19F 85-105 9-18 0,1-3 15 49
BXY19FB 85-105 12-18 0,1-3 16 49
BXY19GB 95-115 20-30 0,1-2,5 20 49
BXY19HA 115-135 30-40 0,1-2 30 49
VU =6V

MaRbilder siehe nachste Seite!
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BXY 10A...

MaBbilder Mage in mm

Wdrmesenke
\ 3-48UNC-2A

— 12,6200
) |
IE‘ -

;‘ - U,’EU_Z | War mesenke i
1' 1,740,15 — -1
e A — o
—53. 03— —+ > —_ =
Py ~
Bild 43 Gewicht etwa 0,15 g I =
[ 0.6,2 f
L] g0
B DAY
fe— 7,805 —»
Warmesenke Bild 48 Gewichtetwa 0,5 g
060z L |
e e
LQZS:' L —-ié,]:(ml ‘¢ } Warmesenke
)
Bild 47 Gewicht etwa 0,03 g — -
NN 1 g
F—-Y u‘v‘
6-40 UNF-2A
3 e min57
+01 0]
. N R R 1505 — 6,740,1 —»
54 T b=
e oy Bild 49 Gewicht etwa 0,8 g
p | N
A 7
5,‘,0‘3 -1
Wwarmesenke
Bild 120
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Mikrowellendioden

BXY 15("

1?\[‘

3.4. Speichervaraktoren

zur Frequenzvervielfachung bis in den GHz-Bereich

Typ Bestellnummer Durch- Dioden- Empfoh- | Ein- Gehause
bruch- Kapazitat lener gangs-
spannung Frequenz-| leistung
(g = (Ug =0V; | bereich
10 pA) f=1MHz)

Ur (V) Co (PF) (GHz) Pe (W)

BXY 10A Q60223-Y10-A 35-45 (0,5-1,5) 1-15 bis 0,5 A

BXY 10B Q60223-Y10-B 35-47 (0,9-1,8) 1-15 bis 1,0 A

BXY10C Q60223-Y10-C 35-50 (1,6-3,5) 1-10 bis 1,5 A

BXY 10D Q60223-Y10-D 50-70 (3-6) 1-10 bis 2,5 A

BXY11E Q60223-Y11-E 50-70 (5-10) 0,3-5 bis 3,0 A

BXY11F Q60223-Y11-F 60-90 (9-18) 0,1-2 bis 4,0 A

BXY 11 GA Q60223-Y11-G 60-90 (15-25) 0,1-2 bis 4,0 A

BXY 13A Q62702-X86 35-45 (0,5-1,5) 1-15 bis 0,5 G

BXY13B Q60223-Y13-B 35-47 (0,9-1,8) 1-15 bis 1,0 G

BXY 13C Q60223-Y13-C 35-50 (1.5-3,5) 1-10 bis 1,5 G

BXY 13D Q60223-Y13-D 50-90 (3,0-6,0) 1-10 bis 2,5 G

BXY 14E Q60223-Y14-E 50-70 (5,0-10) 0,3-5 bis 3,0 G

BXY 14F Q60223-Y14-F 60-90 (9-18) 0,1-2 bis 4,0 G

BXY 14GA Q62702-X48 60-90 (15-25) 0,1-2 bis 4,0 G

BXY 15CA-1 | Q62702-X72 38-50 (1,5-2,5) 2-15 2,5 H

BXY 15CA-5 | Q62702-X125-S5 | 80-100 (0,8-1,5) 2-15 bis 4,0 X

BXY 15 CA-6 | Q62702-X125-S6 | 80-100 | (0,8-1,5) 2-15 bis 5,0 Y,

BXY 15DC-1 | 062702-X89 50-70 (3-6) 1-10 bis 5,0 H

BXY 15 DC-5 | Q62702-X127-S5 | 120-140 | (2-3) 1-10 bis 9,0 X,

BXY 15DC-6 | Q62702-X127-S6 | 120-140 | (2-3) 1-10 bis 10,0 | Y,

BXY 16 B Q60223-Y16-V1 |40-50 (0,9-1,8) 2-13 bis 1,5 H

BXY 16 C1 Q60223-Y16-C1 |[55-70 (1,5-3,5) 1-10 bis 4,0 H

BXY 16 CA-1 | 062702-X74 55-70 (1,6-2,5) 1-10 bis 3,0 H

BXY 17CA-1 | Q62702-X94 55-70 (1,5-2,5) 1-12 bis 4,0 H

BXY 17CA-5 |Q62702-X126-S5 [120-140 |(0,8-1,5) 1-12 bis 7,0 ) &

BXY 17CA-6 | Q62702-X126-S6 |120-140 | (0,8-1,5) 1-12 bis 8,0 Y,

BXY19E Q60223-Y19-E 85-105 (5-10) 0,1-5 bis 10,0 | 1

BXY 19F Q60223-Y19-F 85-105 (9-18) 0,1-3 bis 15,0 | |

BXY19FB Q060223-Y19-G2 |85-105 (12-18) 0,1-3 bis 15,0 | |

BXY 19GB 060223-Y19-G2 |95-115 (20-30) 0,1-2,5 bis 20,0 | 1|

BXY 19 HA Q62702-X50 116-135 | (30—40) 0,1-2 bis 30,0 | |
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Hochleistungsvaraktoren BXY 15CA-5 bis

BXY 17CA-6

Hochleistungsvaraktoren zur Frequenzvervielfachung 5 W bei 6 GHz

Hochleistungsvaraktoreq der Serie BXY 15/17 werden in Seriengehiuse eingebaut. Zusam-
men mit der Multimesastruktur des Einzelchips und durch Verwendung von BeO-Keramik
werden thermische Widerstinde im Bereich unter 10 K/W bei breitbandig anpaRbaren

Diodenimpedanzen bis in das X-Band realisiert.

warmesenke
1540 150
Typ | Bestellnummer - ~ = (** 50
= = 15t
e BXY15CA-5 Q62702-X72 i, 11 i e P\ e
e BXY15CA-6 Q62702-X89 5 1 S T - =
e BXY15DC-5 Q62702-X90 59.00 1 | - I S
o BXY1SDC6 | Q62702-X95 o o
BXY17CA-5 Q62702-X126-S5 Warmesenke _—
BXY17CA-6 Q62702-X126-S6 Bild 124 Gewichtetwa 0,1 g Bild 125 Gewicht etwa 0,1 g
MaBe in mm MaBe in mm
Hochleistungsvaraktoren
Typ Durchbruch- Sperrschicht- | Empfohlener maximale Bild
spannung kapazitat Frequenz- Eingangs-
(I = 10 pA) (Us=6V; bereich leistung?)
f=1MHz)
Ur (V) Cj (pF) (GHz) Pe (W)
BXY15CA-5 100-120 (1,5-2) 2-15 15 125
BXY15CA-6 100-120 (1,5-2) 2-15 15 124
BXY15DC-5 120-140 (2-3) 1-10 20 125
BXY15DC-6 120-140 (2-3) 1-10 20 124
BXY17CA-5 120-140 (0,8-1,5) 1-12 10 125
BXY17CA-6 120-140 (0,8-1,5) 1-12 10 124

?) Wirkungsgrad im Verdoppler typ: n = 60% @ Ausfuhrgenehmigungspftichtig

Abweichende Gehiuseformen und Kenndaten auf Anfrage.
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Silicon Charge Storage Varactors

BXY 18

® Multiplier diode for high frequencies
up to 18 GHz

l

l/'

Ordering code Package')

BBY 18A2 Q 62702 - X140 T
BBY 18AB2 Q 62702 -X133
BBY 18AB6 Q 62702 -X137
Maximum Ratings
Parameter Symbol Vaiue Unit

BXY 18A2 BXY 18AB6

BXY 18AB2
Reverse voltage W 25 15 \
Junction temperature T; 175 °C
Ambient temperature range . Ta -55...+175 °C
Storage temperature range Taig -55...+175 °C
Thermal Resistance
Junction — case | Riuc | 110 KW

1) For detailed dimensions see chapter Package Outlines.
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BXY 18

Electrical Characteristics
at Ta = 25 °C, unless otherwise specified.

Parameter Symbol Values Unit
min typ max

Breakdown voltage Ver) v
Ir=10pA BXY 18A2 25 - -

BXY 18AB2 25 - -

BXY 18AB6 15 - -
Diode capacitance Cr pF
Vr=0, f=1MHz BXY 18A2 0.7 - 1.3

BXY 18AB2 1.1 - 1.6
Ve=6V, f=1MHz BXY 18AB6 0.25 - 0.5
Storage time t - - 10 ns
Ir=50mA, Is=100mA
Transition time A - - 0.2 ns
Ie=50mA, I =100 mA
Input power Pin - 250 - mwW
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BXY 21 B6 Y 32

Mikrowellendioden

3.4. Speichervaraktoren
zur Verwendung in Aufwirtsumsetzern

Typ Bestellnummer | Durchbruch- | Dioden- Empfoh- Eingangs- | Ge-
Spannung Kapazitat lener leistung hause
(Us =0V, | Frequenz-
f=1 MHz) | bereich

Un (V) Co(PF) | (GH2) | Pe(W)
BXY21B |Q62702-X110 | 25-35 0,9-1,8 1-12 bis 0,25 Q
BXY 21 CA | 062702-X54 25-35 1.6-2,6 1-8 bis 1,6 F
BXY 21CB | Q62702-X111 | 15-25 1,7-3,6 1-6 bis 0,25 Q
BXY 24EA | Q62702-X78 65-80 5-8 1-6 bis 2,5 A
3.5. Sperrschichtvaraktoren
zur Venlvendung bis in den GHz-Bereich (z.B. Modulation und Abstimmung)
Typ Bestellnummer Sperr- Dioden-Kapazitat | Kapazitats- Gehause
spannung | (Ug=0V; verhdéltnis
f=1MHz)

, Ur (V) Co (pF)
BBY 24 Q62702-B20 120 (12-16) > 8,5 P
BBY 25 Q62702-B21 120 (16-20) > 9,0 1 P
BBY 26 Q62702-B22 120 (20-24) > 9,5 p
BBY 27 Q62702-B23 120 (36-40) > 10,0 P
jBBY 32CB | Q62702-B51 60 2-3 > 4,25 L
BBY 32DA | Q62702-B52 60 34 >5 L
BBY 32DB| 0Q62702-B53 60 4-5 > 55 2) L

'l BBY 32EA | Q62702-B54 60 5-8 > 5,5 L

{ BBY 32FA | Q62702-B55 60 8-12 >6 L
BXY 22G Q60223-Y22-G |30 (8,8-11,2) 2-25 F
BXY 22H Q60223-Y22-H |30 (10,8-13,2) } 4) 12-2,5 } 3) F
BXY 22J Q60223-Y22-J |30 (13-16) 2-2,5 F
BXY 23 Q60223-Y23 30 (10,7-13,3) 5) |2-25 3) A

Cp (OV) Cp (0V) Co (3V) _ =

Y Cp (120V) % C:(60 V) ?) CDD(25 V) 9 Us=15V ®) Ua=3V
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BXY 21 CA

Sperrschichtvaraktor

BXY 21 CA ist eine epitaktische Silizium-Mesadiode in einem Keramikgehause. Sie eignet sich
als Frequenzumsetzer und Mischer im GHz-Bereich.

Typ l Bestelinummer
BXY21 CA | Q62702-X54

Gewicht etwa 1,4 g MaBe in mm
Grenzdaten (7, = 25°C) BXY 21 CA
Sperrspannung Ugr 20 \'
Sperrschichttemperatur T; 150 °C
Lagertemperatur Ts —55 bis +150 °Cc
Verlustleistung : Peot 1.2 w
Wirmewiderstand
Sperrschicht — Gehiuse N Rinwc | =170 | K/W
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BXY 21 CA

Statische Kenndaten (7, = 25°C) ] BXY 21 CA l
DurchlaBspannung (I = 100 mA) Ue =11 Vv

v spa"stfom (UR =15 V) = IR =5 nA
Durchbruchspannung (Iz = 10 pA) Ugr 30 (> 20) \'
Dynamische Kenndaten (7, = 25°C)
Diodenkapazitit (Us =0 V; f = 1 MHz) Co 2 (1,5 bis 2,5) pF
Gehéusekapazitat Ce 0,85 pF
Serieninduktivitat Ls 2 nH
Serienwiderstand
(Ur=20V; f= 24 GHz) Rs 0,5 (< 0,8) Q
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BXY 22 G, BXY 22 H, BXY 22 J, BXY 23

Sperrschichtvaraktoren
sind Kapazitiits‘diode‘n fir Abstimm-, Schalter- und Modulatoranwendungen bis zum GHz-

Bereich

Typ [ Bestellnummer
BXY22G ' 060223-Y22-G
BXY22H | Q60223-Y22-H
BXY 22 J l Q60223-Y22—J
BXY 23 Q60223-Y23
BXY 23
Kathode

15le- -+ 2 [

Gewicht etwa 0,1 g
"MaBe in mm

BXY 22

oy

Gewichtetwa 1,4 g

BXY 22 G

BXY 22 H
Grenzdaten (7, = 26°C) BXY 22J BXY 23
Sperrspannung Un 30 30 v
DurchlaBstrom Ie 200 200 mA
Sperrschichttemperatur T 150 150 °C
Lagertemperatur Te -55 bis +175 | —55 bis +176 | °C
“Verlustleistung Prot 1,2 1.2 w
Warmewiderstand zwischen
Sperrschicht und Gehéause ‘Rinsa =70 =70 K/W
Wiérmewiderstand zwischen
Sperrschicht und ruhender Luft Rensu =150 = 150 K/W
Statische Kenndaten -
Sperrstrom (Ug = 30 V; Ty, = 256°C) I <10 <10 nA
Sperrstrom (Ug =30 V; Ty = 60°C) - Iy = 100 =100 nA
DurchlaBspannung .
(I = 200 mA; Ty = 25°C) Ue =1 =1 v

563



BXY 22 G, BXY 22 H, BXY 22 J, BXY 23

Dynamische Kenndaten (7, = 25°C)

| BXY 22G ' BXY 22H| BXY ZZJI BXY 23

Dioden-Kapazitat
(Ur=15V;
f=1MHz)
(Ur=3V;

f=1 MHz)

Gehadusekapazitit
Gehduseserieninduktivitat

Temperaturbeiwert der Diodenkapazitét

(Ur=3V)
Kapazititsverhiltnis

(Up =3bis25V;f=1 MHz)
Spannungsabhingigkeit der
Sperrschichtkapazitit (Ug = 3 bis 25 V)

- Serienwiderstand
(Up=3V;f=24GHz)

12 (10,8

Cx2) | 10(88 145(13 | — pF
bis 11,2) | bis 13,2) | bis 16)
Cod) | — — - 12,0 (10,7] pF
bis 13,3)
BXY 22 G
BXY 22 H
BXY 22J | BXY 23
Cc |085 0,35 pF
Ls 2 0.4 nH
TKeo |4-10-+ | 4.10-4 |1/°C
CD3
Com |2bis25 |2bis25 |—
n')  |2bis23 |2bis23 |—
Rs <15 09 ° lo

1 Ci (Uri) _ M).‘.; Upn0,7V
n

Ci(Up2)
) Co=C;+Cq

Un1 +Up
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BXY 24 EA 3

Sperrschichtvaraktor

BXY 24 EA3 ist eine epitaktische Silizium-Mesadiode in einem Keramikgehause. Die Diode ist
besonders fiir den Einsatz im GHz-Bereich, als Mischer, Frequenzumsetzer und Modulator

geeignet.

Typ l Bestellnummer :-
BXY 24 EA3 l Q62702-X76-E3 . § 0,0Bdlck l I

2.2

- le——10min—1

Gewichtetwa 1 g - MaBe in mm
Grenzdaten (7T, = 25°C) I BXY 24 EA 3 .
Sperrspannung Ug 60 v
DurchlaBstrom Ie 200 TA
Sperrschichttemperatur T 150 ) oC
Lagertemperatur Ts -55 bis +175 C
Verlustleistung Pror 2 w
Wirmewiderstand
Sperrschicht-Gehduse Rinse | £356 | K/W

565



BXY 24 EA 3

Statische Kenndaten (7, = 25°C)

DurchlaBspannung (I = 100 mA)
Sperrstrom (Ug = 30 V) .

(Upr =30V; T, = 60°C)
Durchbruchspannung (7 = 10 pA)

Dynamische Kenndaten (7, = 25°C)

Diodenkapazitit (U = 0 V; f = 1 MHz)
Gehausekapazitit

Serieninduktivitit

Serienwiderstand (U = 20 V; f = 2,4 GHz)

566

BXY 24 EA 3
Ue =10 "
I =10 nA
Iy < 100 nA
Uan > 60 \"
Co 6 (5 bis 8) pF
Cq 0,35 pF
Lg 0.4 nH
Rs < 0,8 Q



Speichervaraktoren BXY 21B bis

BXY 24EA
Speichervaraktoren fiir Anwendung in Aufwirtsumsetzern
Typeniibersicht
Typ | Bestellnummer
BXY21B Q62702-X110
BXY21CA Q62702-X54
BXY21CB Q62702-X111
BXY24EA Q62702-X78
Speichervaraktoren fiir Anwendung in Aufwirtsumsetzern
Typ Durchbruch- Dioden- Empfohlener max. Bild
spannung Kapazitat Frequenz- Eingangs-
(Ur=0V; bereich leistung
f=1MHz)
Ug (V) Cp (pF) f(GHz) Pe (W)
BXY 21B 25-35 0,9-1,8 1-12 0,25 44
BXY21CA 25-35 1,6-2,5 1-8 1.5 46
BXY21CB 15-25 1,7-3,5 1-6 0,25 4
BXY24EA 65-80 5-8 1-6 2,5 47

Warmesenke

032005 || 1,242
—

0,8-0,2 2,10,

Bild 44 Gewicht etwa 0,09 g MaBe in mm

Warmesenke
(SN SR S | | I S % Warmesenke
13—
“4,93.&25->‘—1U,85_|'2 "4*4,83,[]’25"‘
20,5.q,7 "
Bild 46 Gewichtetwa 1,4 g MaBe in mm Bild 47 Gewicht etwa 0,03 g

MaBe in mm
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PIN-Dioden BXY 42BA-2 bis

BXY 59D

PIN-Dioden fiir Mikrowellenanwendungen

Siemens PIN-Dioden stehen fiir eine breite Anwendungspalette zur Verfiigung.

Die Serie BXY 42 wurde speziell zum Einsatz in Modulatoren digitaler Ubertragungssysteme
bis in das Ku-Band entwickelt. Schaltzeiten von unter 5 ns (/z = 20 mA, Uz = 20 V) werden
erreicht.

Die BXY 43-Reihe ist fur aligemeine Anwendungen bis in das X-Band konzipiert. Fir hohe
Signalleistungen stehen zur Anwendung in Schaltern und Phasenschiebern mit den Typen
BXY 58 und BXY 59 hochsperrende PIN-Dioden zur Verfiigung.

Alle Bauelemente werden mit Sinterglaspassivierung versehen. Damit ist auch der Einsatz
als Chip zur Verringerung der Streureaktanzen méglich.

PIN-Dioden Typeniibersicht

Typ Bestellnummer
BXY42BA-2 Q62702-X142
BXY42BA-3 Q62702-X143
BXY42BA-4 Q62702-X144
BXY42BA-5 Q62702-X145
BXY42BA-6 Q62702-X146
BXY43A Q62702-X116
BXY43B Q62702-X104
BXY43C Q62702-X105
BXY44E Q62702-X106
BXYS5S8EA Q62702-X107
BXY59D Q62702-X108

Abweichende Gehdusebauformen und Kenndaten auf Anfrage.
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BXY 42BA-2 bis
BXY 59D

PIN-Dioden Typeniibersicht

Typ Bestelilnummer Bild
BXY 42BA-2 Q62702-X142 43
BXY 42BA-3 Q62702-X143 123
BXY 42BA-4 Q62702-X144 138
BXY 42BA-5 Q62702-X145 120
BXY 42BA-6 | Q62702-X146 58 Warmesenke
BXY 43A Q62702-X116 50
BXY 43B Q62702-X104 50 3803
BXY 43C Q62702-X105 47 Bild 58 Gewichtetwa 0,129  MaBe in mm
BXY 44E Q62702-X106 43
BXY 58EA Q62702-X107 43
BXY 59D Q62702-X108 43
MaRbilder:
s ‘ 2 Wadrmesenke
1540 15+ - — g s 3l
gr - h*,_ ? +— :,';B'; % :L ’_m_uiy_
i = 0,06 dick 3 L3 P
°} jg Gl i 1’2'0'2_l
5,4_0'] " = f J‘
fe——— 10 min —— \ - 460, - —» 2,691
Warmesenke Wirmesenke

Bild 120 Gewichtetwa 0,1 g Bild 123 Gewicht etwa 0,03 g Bild 138 Gewicht etwa 0,12 g
MaBe in mm MaBe in mm MaRe in mm

warmesenke

\ 3-48 INC-2A Warmesenke

Warmesenke

0,6-0.2

AT
s
53y —=31t00 ke

Bild 43 Gewichtetwa 0,15 g
MaBe in mm

)
082 Ly
2

N

Bild 50 Gewicht etwa 0,05 g
MaRe in mm

Bild 47 Gewicht etwa 0,03 g
MaBe in mm
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PIN-Dioden BXY42BA-2 bis
BXY59D

PIN-Dioden fiir Phasenschieber und Schalteranwendungen im GHz-Bereich?)

Typ max. . Sperrschicht- | Serien- max. Bild
Sperrspan- kapazitat widerstand Verlustleistung
nung (Ug =50V, (I = 100 mA;

(Ig = 10 nA) f=1MHz) f= 2,4 GHz)
Ug (V) G (pF) r Q) P, (W)

BXY42BA-2 50 0,09 bis 0,14 0,8 0.8 43

BXY42BA-3 50 0,09 bis 0,14 0,8 0.8 123

BXY42BA-4 50 0,09 bis 0,14 0,8 0.8 138

BXY42BA-5 50 0,09 bis 0,14 0.8 0,8 120

BXY42BA-6 50 0,09 bis 0,14 0,8 0.8 58

BXY43A 150 0,05 bis 0,1 0,8 1,56 50

BXY43B 150 0,09 bis 0,18 0,8 1.8 50

BXY43C 150 0,15 bis 0,3 0,8 1.8 47

BXY44E 350 0,5 bis 1 0.7 6" 43

BXY58EA 500 0,5 bis 0,8 0.8 6 43

BXY59D 700 0,3 bis 0,6 0,8 6 43

') siehe auch Si-Pin-Dioden fir allgemeine Anwendungen BAR 12-1 bis BAR 16-5
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Silicon PIN Diodes BXY 42BA-S
BXY 42BB-S

® Beam lead version
® Fast switching

ESD: Electrostatic discharge sensitive device, observe handling precautions!

Type Ordering code Pin configuration Package')
BXY 42BA-S Q 62702 - X151 Pointed cathode S
BXY 42BB-S Q 62702 - X159

Maximum Ratings

Parameter Symbol Value Unit
BXY 42BA-S BXY 42BB-S

Reverse voltage VR 50 30 v

Junction temperature Ti 175 °C

Ambient temperature range Ta -55...+175 °C

Storage temperature range ‘ Toag -55...+175 °C

1) For detailed dimensions see chapter Package Outlines.
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BXY 42BA-S

Electrical Characteristics
at Ta = 25 °C, unless othgrwise specified.

Parameter Symbol Values Unit
min typ max

Breakdown voltage Vier) 50 - — \

Ir=10pA

Forward voltage Ve - 1.0 - "

Ir=50mA

Reverse current In - - 5 nA

V=40V

Storage time ts - 3 - ns

Ir=10mA, Vg=10V

Diode capacitance Cr - - 0.08 pF

Ve=30V,f=1MHz

Charge carrier life time I3 - 30 - ns

Ie=10mA, Ig=6 mA

Forward resistance r - 1.8 - Q

f=100 MHz, Ir = 10 mA
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BXY 42BB-S

Electrical Characteristics
at Ty = 25 °C, unless otherwise specified.

Parameter Symbol Values Unit
min typ max

Breakdown voitage Vier) 30 - - \Y

Ir=10pA

Forward voltage Ve - 1.1 - v

Reverse current I - - 5 nA

V=20V

Storage time ts - 2 - ns

Ie=10mA, Vg=10V

Diode capacitance Cr - - 0.15 pF

Ve=20V, f=1MHz

Charge carrier life time o - 20 - ns

Ie=10mA, Ig=6mA

Forward resistance i - 1.3 - Q

f=100 MHz, Ir = 10 mA
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Silicon PIN Diodes

BXY 42BA-3

@ Fast switching

@ Stripline package othgr lead configurations available

__ Cathode

Type Ordering code Package')

BXY 42BA-3 Q 62702 - X143 T

Maximum Ratings

Parameter Symbol | Value Unit
Reverse voltage R 50 \
Peak forward current, t{, = 1 us Irrm 5 A
Total power dissipation Piot 350 mW
Junction temperature Ti 175 °C
Ambient temperature range Ta —55...+175 °C
Storage temperature range Tetg -55...+175 °C
Thermal Resistance

Junction — ambient | Rinua =450 K/W

1) For detailed dimensions see chapter Package Outlines.

Siemens Aktiengesellschaft
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BXY 42BA-3

Electrical Characteristics
at Ta = 25 °C, unless otherwise specified.

-

Parameter Symbol Values Unit
min typ max

Breakdown voltage Vier) 50 - - \

IR =10 HA

Reverse current In - - 5 nA

V=40V

Storage time t - 4 - ns

Ie=10mA, Vg=10V

Diode capacitance Cr - - 0.24 pF

V=20V, f=1MHz

Charge carrier life time I - 40 - ns

Ir=10mA, Ir=6mA

Forward resistance r - 1.5 - Q

f=100MHz, Ir =10 mA
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Silicon PIN Diodes BXY 42BA-5

@ Fast switching
® Coax package

Type Ordering code Package')
BXY 42BA-5 Q62702 - X145 C1

Maximum Ratings

Parameter Symbol | Value Unit
Reverse voltage Vr 50 \%
Peak Forward current, t, =1 ps Term 5 A
Total power dissipation Priot 800 mw
Junction temperature T; 175 °C
Ambient temperature range Ta -55...+175 °C
Storage temperature range : Tstg -55...+175 °C

1) For detailed dimensions see chapter Package Outlines.
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BXY 42BA-5

Electrical Characteristics
at Ty = 25 °C, unless otherwise specified.

~

Parameter Symbol Values Unit
min typ max

Breakdown voltage Vier) 50 - - \'

In =10 uA

Reverse current Ir - - 5 nA

Ve=40V

Storage time t - 4 - ns

Ir=10mA, Vg =10V

Diode capacitance Cr - - 0.24 pF

V=20V, f=1MHz

Forward resistance i - 1.5 - Q

f=100 MHz, I =10 mA

Siemens Aktiengesellschaft
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Silicon PIN Diodes

BXY 42BA-6

® Fast switching
@ Coax package

Type Ordering code

BXY 42BA-6 Q 62702 — X146 D

Maximum Ratings

Parameter Symbol | Value Unit
Reverse voltage W 50 '
Peak forward current, t, = 1 pus Ierm 5 A
Total power dissipation Piot 800 mwW
Junction temperature T 175 °C
Ambient temperature range Ta -55...+175 °C
Storage temperature range Tstg -55...+175 °C

1) For detailed dimensions see chapter Package Outlines.

Siemens Aktiengesellschaft
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BXY 42BA-6

Electrical Characteristics

at Ta = 25 °C, unless otherwise specified.

Parameter Symbol Values Unit
min typ max

Breakdown voltage Vier) 50 - - \

I R= 10 uA

Reverse current Ig - - 5 nA

V=40V

Storage time t - 4 - ns

Ie=10mA, Vg =10V

Diode capacitance Cr — - 0.34 pF

Vr=20V,f=1MHz

Charge carrier life time I3 - 40 - ns

Ie=10mA, Ig=6mA

Forward resistance r - 15 - Q

f=100MHz, I = 10 mA

Siemens Aktiengesellschaft
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Silicon PIN Diodes

BXY 42BA-7

® Fast switching
® SMD version

ESD: Electrostatic discharge sensitive device, observe handling precautions!

Type Ordering code Package’)

BXY 42BA-7 Q 62702 - X160 Cerec-X

Maximum Ratings

Parameter Symbol | Value Unit
Reverse voltage 173 50 \
Peak forward current, t, = 1 ps Term 5 A
Total power dissipation Piot 350 mwW
Junction temperature T 175 °C
Ambient temperature range Ta -55...+175 °C
Storage temperature range Tstg -55...+175 °C
Thermal Resistance

Junction — ambient?) | Riua =450 K/W

1) For detailed dimensions see chapter Package Outlines.

2) Package mounted on alumina 15 mm x 16.7 mm x 0.7 mm

Siemens Aktiengesellschaft
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BXY 42BA-7

Electrical Characteristics
at T, = 25 °C, unless otherwise specified.

Parameter b Symbol Values Unit
min typ max

Breakdown voltage Vier) 50 - - \Y

IR =10 llA

Reverse current Ir - - 5 nA

Ve=40V

Storage time I - 4 - ns

Ir=10mA, Vg =10V

Diode capacitance Cr - - 0.2 pF

Ve=20V,f=1MHz

Charge carrier life time I3 - 40 - ns

Ie=10mA, Ir=6mA

Forward resistance I - 15 - Q

f=100 MHz, Ir =10 mA

Siemens Aktiengesellschaft 133



Silicon PIN Diodes

BXY 43

@ High-speed switching

® Phase shifting up to 10 GHz

® Power splitter

Type Marking Ordering code Package')
BXY 43A cathode = black dot Q 62702 -X116 T
BXY 43B Q62702 - X104
BXY 43C Q62702 - X105
Maximum Ratings (T, = 25 °C)

Values
Parameter Symbol BXY 43A | BXY 43B | BXY 43C | Unit
Breakdown voltage Vier) 150 150 150 \
Forward current I 400 500 500 mA
Peak forward current, {, = 1 ps Irpm 10 20 20 A
Total power dissipation Piot 500 600 600 mwW
Junction temperature T; 150 °C
Storage temperature range Tstg -55 ... +175 °C
Thermal Resistance
Junction - case | Rinsc 80 70 70 KW

1) For detailed dimensions see chapter Package Outlines.

Siemens Aktiengesellschaft

134



BXY 43

Electrical Characteristics
at Th = 25 °C, unless otherwise specified.

-

DC characteristics

Values

Parameter Symbol min typ max Unit
Reverse current Ir - 5 - nA
VR = 100 V
Forward voltage Ve - 1 - \
Ir=100mA
AC characteristics
Junction capacitance G pF
Ve=50V, f=1MHz

BXY 43A - 0.09 0.10

BXY 43B - 0.15 0.18

BXY 43C - 0.25 0.30
Series resistance Is Q
Ie=10mA, f=100 MHz

BXY 43A - 1.2 -

BXY 43B - 1.0 -

BXY 43C - 1.0 -
Charge carrier life time , L ns
Ir=10mA, [r=6mA

BXY 43A - 250 -

BXY 43B - 350 -

BXY 43C - 350 -
Storage time ts ns
Ir=10mA, Vg =10V

BXY 43A - 15 -

BXY 43B - 20 -

BXY 43C - 25 -
Case capacitance Ce - 0.1 - pF
Case series inductance Ly - 0.3 - nH
Preaging at forward current I A
for 168 hours

BXY 43A - 0.2 -

BXY 43B - 0.2 -

‘ BXY 43C - 0.5 -
Gross and fine leakage test - 108 |- torr. 1
-S
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Silicon PIN Diodes

BXY 44K

® Microwave attenuator diode
® Linear RF characteristic

-

Type Ordering code Package')

BXY 44K Q 62702 -X148 T

Maximum Ratings

Parameter Symbol | Value Unit
Reverse voltage 73 200 \
Forward current I 0.5 A
Peak forward current, &, = 1 ps Irrm 20 A
Total power dissipation Prot 600 mwW
Junction temperature T 175 °C
Ambient temperature range Ta -65...+175 °C
Storage temperature range Tetg -65 ... +175 °C

1) For detailed dimensions see chapter Package Outlines.
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Silicon PIN Diodes BXY 44K

Electrical Characteristics
at T = 25 °C, unless otherwise specified.

Parameter Symbol Values Unit
min typ max

Breakdown voltage Visr) 200 - - \

IR =10 ]JA

Forward voltage Ve - - 1 \

I =100 mA

Reverse current Ir - - 10 nA

Vr=100V

Storage time ts - 50 - ns

Ie=10mA, Vg=10V

Diode capacitance Cr - - 0.4 pF

Vr=50V, f=1MHz

Charge carrier life time 13 - 0.5 - us

Ir=10mA, Ig=6mA

Forward resistance e Q

f=100 MHz, Ir = 10 pA - 1000 | -

f=100 MHz, Ir =1 mA - 25 -

f=100 MHz, Ir = 10 mA - 35 -
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